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学术任职 

 

博士后                               2019 年 1 月至今 

美国宾夕法尼亚州立大学 

研究助理                                             2018 年 9 月至 2018 年 12 月 

香港科技大学 

 

教育经历 

 

电子与计算机工程系博士 | 2014 年 8 月- 2018 年 8 月 

香港科技大学，中国香港特别行政区 

导师： 陈敬教授 

博士论文: 二硫化钼与二硒化钨的氮气等离子体表面功能化和电子器件应用 

 

物理学硕士 | 2012 年 8 月- 2014 年 7 月 

清华大学，中国北京 

导师： 李群庆教授 

硕士论文: 碳纳米管薄膜晶体管的制备表征和应用 

 

物理学学士 | 2008 年 8 月- 2012 年 7 月 

清华大学，中国北京 

 

学术服务 

 

担任 Nano Letters, ACS Applied Materials & Interfaces, J. Phys.: Condens. Matter 等杂志审稿人 

 

研究兴趣 

 

1. 低维材料的光电子器件应用 

2. 单光子光源与量子光学 

3. 电荷密度波和第一性原理计算 
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